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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１電極層が設けられた電極付き基板を準備する準備工程であって、前記第１
電極層が、第１導電層と前記第１導電層に対して前記基板と反対側に設けられた第２導電
層とを有し、前記第１電極層の縁部が、前記基板の厚さ方向からみた場合に前記第２導電
層が前記第１導電層より外側に突出した庇部が形成されている庇部領域を有する、前記準
備工程と、
　前記電極付き基板が有する前記第１電極層上に、一つ又は複数の機能層を含むデバイス
機能部を形成するデバイス機能部形成工程と、
　前記デバイス機能部上に第２電極層を形成する第２電極層形成工程であって、前記第２
電極層の一部が、前記縁部の一部上に配置されるように前記第２電極層を形成する前記第
２電極層形成工程と、
　前記第２電極層形成工程より前に、前記縁部の一部上に非導電部を形成する非導電部形
成工程と、
を備え、
　前記縁部の一部は、前記庇部領域の少なくとも一部を有し、
　前記非導電部形成工程では、前記基板の厚さ方向からみて、前記デバイス機能部を囲ま
ないように前記非導電部を形成する、
電子デバイスの製造方法。
【請求項２】
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　前記非導電部形成工程では、前記非導電部を、前記基板の厚さ方向からみて、前記縁部
のうち前記第２電極層と重なっている全領域上に形成する、
請求項１に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項３】
　前記デバイス機能部形成工程では、前記基板の厚さ方向からみて前記第１電極層の内側
に前記デバイス機能部を形成する、
請求項１又は２に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項４】
　前記第２導電層は、前記縁部の一部において、前記基板と反対側に突起を有し、
　前記非導電部形成工程では、前記突起と前記第２電極層とが絶縁されるように、前記非
導電部を形成する、
請求項１～３の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項５】
　前記非導電部は、絶縁材料を含む、
請求項１～４の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項６】
　前記非導電部形成工程では、感光性樹脂組成物を前記縁部の一部上に塗布し、光照射に
よって前記感光性樹脂組成物を硬化させることによって前記非導電部を形成する、
請求項１～４の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項７】
　前記非導電部の材料は、前記デバイス機能部が有する一つ又は複数の機能層に含まれる
材料である、
請求項１～４の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項８】
　前記１導電層は、銀、金、アルミニウム、銅、鉄、パラジウム、ロジウム、チタン、ク
ロム及びモリブデンからなる群から選択される少なくとも一種の金属又は前記一種の金属
を含む合金を有する、
請求項１～７の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項９】
　前記第１電極層は、前記第１導電層と前記基板との間に金属酸化物層を更に有する、
請求項１～８の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項１０】
　前記準備工程は、
　前記第１導電層及び前記第２導電層それぞれの材料と同じ材料を含む第１材料層及び第
２材料層を、前記基板上に前記第１材料層及び前記第２材料層の順に形成する工程と、
　エッチングにより前記第１材料層及び前記第２材料層を一緒に所定のパターンにパター
ニングすることによって、前記第１電極層を形成する工程と、
を有し、
　前記第２導電層の材料は、前記エッチングにおいて、前記第１導電層の材料よりエッチ
ングレートが遅い材料である、
　請求項１～９の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項１１】
　前記デバイス機能部が有する少なくとも一つの機能層は、有機物を含む発光層である、
請求項１～１０の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項１２】
　基板と、
　前記基板上に設けられた第１電極層と、
　前記第１電極層上に設けられており、一つ又は複数の機能層を含むデバイス機能部と、
　前記デバイス機能部上に設けられる第２電極層であって、前記第２電極層の一部が前記
第１電極層の縁部の一部上に位置する第２電極層と、
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　前記縁部の一部と前記第２電極層との間に設けられた非導電部と、
を備え、
　前記第１電極層が、
　第１導電層と、
　前記第１導電層より前記デバイス機能部寄りに設けられた第２導電層と、
を有し、
　前記縁部の一部には、前記第２導電層に、前記基板と反対側に突起が形成されており、
　前記非導電部は、前記基板の厚さ方向からみて、前記デバイス機能部を囲んでいない、
電子デバイス。
【請求項１３】
　前記非導電部は、前記基板の厚さ方向からみて、前記縁部のうち前記第２電極層と重な
っている全領域上に設けられている、
請求項１２に記載の電子デバイス。
【請求項１４】
　前記デバイス機能部は、前記基板の厚さ方向からみて前記第１電極層の内側に配置され
ている、
請求項１２又は１３に記載の電子デバイス。
【請求項１５】
　前記非導電部は、絶縁材料を含む、
請求項１２～１４の何れか一項に記載の電子デバイス。
【請求項１６】
　前記非導電部は、感光性樹脂組成物の硬化物である、
請求項１２～１４の何れか一項に記載の電子デバイス。
【請求項１７】
　前記非導電部の材料は、前記デバイス機能部が有する一つ又は複数の機能層に含まれる
材料である、
請求項１２～１４の何れか一項に記載の電子デバイス。
【請求項１８】
　前記１導電層は、銀、金、アルミニウム、銅、鉄、パラジウム、ロジウム、チタン、ク
ロム及びモリブデンからなる群から選択される一種の金属又は前記一種の金属を含む合金
を有する、
請求項１２～１７の何れか一項に記載の電子デバイス。
【請求項１９】
　前記第１電極層は、前記第１導電層と前記基板との間に金属酸化物層を更に有する、
請求項１２～１８の何れか一項に記載の電子デバイス。
【請求項２０】
　前記デバイス機能部が有する少なくとも一つの機能層は、有機物を含む発光層である、
請求項１２～１９の何れか一項に記載の電子デバイス。
【請求項２１】
　前記基板に対する前記デバイス機能部の数は１つである、
請求項１～１１の何れか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項２２】
　前記基板に対する前記デバイス機能部の数は１つである、
請求項１２～２０の何れか一項に記載の電子デバイス。　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスの製造方法及び電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電子デバイスは、基板と基板上に設けられた第１電極層とを有する電極付き基板、デバ
イス機能部及び第２電極層を備える。電子デバイスは、電極付き基板が有する第１電極層
上に、デバイス機能部及び第２電極層をこの順に形成することで製造される。
【０００３】
　電極付き基板の例として、特許文献１に記載された透明導電体がある。上記透明導電体
は、透明基板と、第一高屈折率層と、透明金属膜と、第二高屈折率層と、をこの順に含む
積層体であり、第一高屈折率層、透明金属膜及び第二高屈折率層を含む多層構造部が第１
電極層として機能する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１４／１６７８３５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１には、第一高屈折率層、透明金属膜及び第二高屈折率層を含む第１電極層の
製造方法として、例えば次の方法が開示されている。まず、透明基板上に、第一高屈折率
層、透明金属膜及び第二高屈折率層を成膜する。その後、第一高屈折率層、透明金属膜及
び第二高屈折率層を含む多層構造部を、エッチング液を利用して所望の形状にパターニン
グすることで第１電極層を形成する。
【０００６】
　しかしながら、第一高屈折率層、透明金属膜及び第二高屈折率層は材料が異なるので、
それらのエッチングレートも異なる。そのため、上記のように第１電極層を形成すると、
多層構造部の厚さ方向からみた場合において、第二高屈折率層が透明金属膜の縁部から外
側に突出して、第二高屈折率層のうち透明金属層からの突出部分は庇部を形成する。この
ように庇部を有する第１電極層を用いて電子デバイスを製造する場合、製造過程において
、庇部が基板と反対側に折れ曲がり突起を形成するおそれがある。上記突起が形成されて
いると、突起を含む第１電極層と第２電極層との十分な絶縁性を確保でないことから、第
１電極層と第２電極層とが短絡したり、或いは、電流リークが生じたりする。
【０００７】
　そこで、本発明は、第１電極層と第２電極層とをより確実に絶縁可能な電子デバイスの
製造方法及び電子デバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面は、基板上に第１電極層が設けられた電極付き基板を準備する準備工程
であって、上記第１電極層が、第１導電層と上記第１導電層に対して上記基板と反対側に
設けられた第２導電層とを有し、上記第１電極層の縁部の所定領域の少なくとも一部に、
上記基板の厚さ方向からみた場合に上記第２導電層が上記第１導電層より外側に突出した
庇部が形成されている、上記準備工程と、上記電極付き基板が有する上記第１電極層上に
、一つ又は複数の機能層を含むデバイス機能部を形成するデバイス機能部形成工程と、上
記デバイス機能部上に第２電極層を形成する第２電極層形成工程であって、上記第２電極
層の一部が上記所定領域上に配置されるように上記第２電極層を形成する上記第２電極層
形成工程と、上記第２電極層形成工程より前に、上記所定領域の上記少なくとも一部上に
非導電部を形成する非導電部形成工程と、を備える。
【０００９】
　上記製造方法では、非導電部形成工程により、上記第２電極層形成工程より前に、上記
所定領域の少なくとも一部上に非導電部を形成する。これにより、準備工程で準備された
電極付き基板が有する第１電極層の上記庇部が、例えば、基板と反対側に折れ曲がり突起
を形成していても、突起と第２電極層との間に非導電部が設けられる。そのため、第１電
極層と第２電極層とをより確実に絶縁可能である。
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【００１０】
　上記非導電部形成工程では、上記非導電部を上記所定領域の全領域上に形成してもよい
。この場合、上記庇部が変形して上記突起が生じても、その突起が形成されている所定領
域内の位置にかかわらず、突起と第２電極層との間に確実に非導電部が設けられる。その
ため、第１電極層と第２電極層とをより確実に絶縁可能である。
【００１１】
　上記デバイス機能部形成工程では、上記基板の厚さ方向からみて上記第１電極層の内側
に上記デバイス機能部を形成してもよい。
【００１２】
　上記非導電部形成工程では、上記庇部が変形して上記基板と反対側に突起が形成される
と仮定した場合に上記突起と上記第２電極層とが絶縁されるように、上記非導電部を形成
してもよい。これにより、第１電極層と第２電極層とをより確実に絶縁可能である。
【００１３】
　上記第２導電層は、上記所定領域の上記少なくとも一部に、上記基板と反対側に突起を
有し、上記非導電部形成工程では、上記突起と上記第２電極層とが絶縁されるように、上
記非導電部を形成してもよい。この場合、確実に突起と第２電極層との間に非導電部が設
けられるので、第１電極層と第２電極層とをより確実に絶縁可能である。
【００１４】
　上記非導電部形成工程では、感光性樹脂組成物を上記所定領域の上記少なくとも一部上
に塗布し、光照射によって上記感光性樹脂組成物を硬化させることによって上記非導電部
を形成してもよい。この場合、上記非導電部は、上記感光性樹脂組成物の硬化物である。
【００１５】
　上記準備工程は、上記第１導電層及び上記第２導電層それぞれの材料と同じ材料を含む
第１材料層及び第２材料層を、上記基板上に上記第１材料層及び上記第２材料層の順に形
成する工程と、エッチングにより上記第１材料層及び上記第２材料層を一緒に所定のパタ
ーンにパターニングすることによって、上記第１電極層を形成する工程と、を有し、上記
第２導電層の材料は、上記エッチングにおいて、上記第１導電層の材料よりエッチングレ
ートが遅い材料であってもよい。
【００１６】
　この場合、第２導電層となる第２材料層の材料のエッチングレートが、第１導電層とな
る第１材料層の材料のエッチングレートが遅いことから、第２導電層に上記庇部が形成さ
れる。
【００１７】
　本発明の他の側面に係る電子デバイスは、基板と、上記基板上に設けられた第１電極層
と、上記第１電極層上に設けられており、一つ又は複数の機能層を含むデバイス機能部と
、　上記デバイス機能部上に設けられる第２電極層であって、上記第２電極層の一部が上
記第１電極層の縁部の所定領域上に位置する第２電極層と、上記所定領域の少なくとも一
部と上記第２電極層との間に設けられる非導電部と、を備え、上記第１電極層が、第１導
電層と、上記第１導電層より上記デバイス機能部寄りに設けられた第２導電層と、を有し
、　上記所定領域の上記少なくとも一部には、上記第２導電層に、上記基板と反対側に突
起が形成されている。
【００１８】
　上記電子デバイスでは、第２導電層が有する上記突起と第２電極層との間に非導電部が
設けられている。そのため、第１電極層と第２電極層との絶縁性をより確実に確保できる
。
【００１９】
　上記非導電部は、上記所定領域の全領域上に設けられていてもよい。上記デバイス機能
部は、上記基板の厚さ方向からみて上記第１電極層の内側に配置されていてもよい。
【００２０】
　上記非導電部は、絶縁材料を含んでもよい。これにより、非導電部は絶縁性を有し得る
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。
【００２１】
　非導電部は、上記感光性樹脂組成物の硬化物であってもよい。上記非導電部の材料は、
上記デバイス機能部が有する一つ又は複数の機能層に含まれる材料であってもよい。
【００２２】
　上記１導電層の材料の例は、銀、金、アルミニウム、銅、鉄、パラジウム、ロジウム、
チタン、クロム及びモリブデンからなる群から選択される少なくとも一種の金属又又は前
記一種の金属を含む合金を有してもよい。
【００２３】
　上記第１電極層は、上記第１導電層と上記基板との間に金属酸化物層を更に有してもよ
い。
【００２４】
　上記デバイス機能部が有する少なくとも一つの機能層は、有機物を含む発光層であって
もよい。この場合、上記電子デバイスは、有機エレクトロルミネッセンスデバイスである
。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、第１電極層と第２電極層とをより確実に絶縁可能な電子デバイスの製
造方法及び電子デバイスを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、一実施形態に係る電子デバイスの製造に使用する電極付き基板の平面図
である。
【図２】図２は、図１のＩＩ-ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】図３は、一実施形態に係る電子デバイスの製造方法を説明するための図面である
。
【図４】図４は、図３に示したＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図である。
【図５】図５は、一実施形態に係る電子デバイスの変形例を説明するための図面である。
【図６】図６は、図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。同一の要素には同一の符号を
付し、重複する説明は省略する。図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していな
い。
【００２８】
　図１は、一実施形態に係る電子デバイスの製造に使用する電極付き基板の平面図であり
、図２は、図１のＩＩ-ＩＩ線に沿った断面図である。本実施形態では、断らない限り、
上記電子デバイスは、電極付き基板側から光を出射する有機エレクトロルミネッセンスデ
バイス（有機ＥＬデバイス）である。図１及び図２に示したように、電極付き基板２は、
基板１０上に、陽極層（第１電極層）２０が設けられている。
【００２９】
　［基板］
　基板１０は、製造する有機ＥＬデバイス（電子デバイス）が出射する光（波長４００ｎ
ｍ～８００ｎｍの可視光を含む）に対して透光性を有する。
【００３０】
　基板１０は、可撓性を有してもよい。可撓性とは、基板に所定の力を加えても剪断した
り破断したりすることがなく、基板を撓めることが可能な性質である。可撓性を有する基
板１０の例はプラスチックフィルム又は高分子フィルムであり、その厚さは、例えば、３
０μｍ～７００μｍである。また基板１０は、ガラスであってもよく、その厚さは、例え
ば、０．０５ｍｍ～１．１ｍｍである。基板１０は、水分バリア機能を有するバリア層を
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更に有してもよい。バリア層は、水分をバリアする機能に加えて、ガス（例えば酸素）を
バリアする機能を有してもよい。
【００３１】
　［陽極層］
　陽極層２０は、基板１０上に設けられている。陽極層２０は、製造すべき有機ＥＬデバ
イスが出射する光に対して透光性を有する。陽極層２０は、ネットワーク構造を有しても
よい。陽極層２０は、第１導電層２１と第２導電層２２とを有する積層体である。第２導
電層２２は、第１導電層２１に対して基板１０と反対側に配置されている。陽極層２０は
、第１導電層２１と基板１０との間に金属酸化物層２３を更に有してもよい。以下では、
断らない限り、陽極層２０は、金属酸化物層２３を有する。この場合、陽極層２０は、金
属酸化物層２３、第１導電層２１及び第２導電層２２を有し、金属酸化物層２３、第１導
電層２１及び第２導電層２２の順に基板１０側から積層された３層構造を有する。
【００３２】
　第１導電層２１の例は金属層であり、例えば、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、アルミニウム
（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、鉄（Ｆｅ）、パラジウム（Ｐｄ）、ロジウム（Ｒｈ）、チタン（
Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）及びモリブデン（Ｍｏ）からなる群から選択される少なくも一種
の金属又は上記一種の金属を含む合金を有する。金属層としては、銀または銀合金を含む
ことが好ましい。第１導電層２１の厚さは、製造すべき有機ＥＬデバイスが出射する光が
透過可能な厚さであればよい。第１導電層２１は、薄膜として形成され得る。第１導電層
２１の厚さの例は５ｎｍ～１５ｎｍであり、好ましくは、７ｎｍ～９ｎｍである。
【００３３】
　第２導電層２２は、第１導電層２１上に積層されている。第２導電層２２は、製造すべ
き有機ＥＬデバイスが出射する光に対して透光性を有する透明導電膜である。第２導電層
２２の材料は、第１導電層２１の材料と異なる。第２導電層２２の材料は例えば第１導電
層２１及び第２導電層２２を同時にエッチング（換言すれば、同じエッチング液でエッチ
ング）した場合、第１導電層２１よりエッチングレートが遅い材料であり得る。第２導電
層２２の材料の例は、インジウム錫酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：略称Ｉ
ＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ：略称ＩＺＯ）、
を含む。第２導電層２２の厚さの例は、１０ｎｍ～１００ｎｍであり、好ましくは、７０
ｎｍ～８０ｎｍである。
【００３４】
　金属酸化物層２３は、基板１０と第１導電層２１との間に設けられている。金属酸化物
層２３の材料の例は、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化チタンを含む。金属酸
化物層２３の厚さは、製造すべき有機ＥＬデバイスが出射する光が透過可能な厚さであれ
ばよい。金属酸化物層２３の厚さの例は、３０ｎｍ～７０ｎｍであり、好ましくは、５０
ｎｍ～６０ｎｍである。
【００３５】
　陽極層２０を、基板１０の厚さ方向からみた場合、陽極層２０の縁部の少なくとも所定
領域Ａにおいて、第２導電層２２は第１導電層２１に対して庇形状を有する庇部２４を含
む。庇部２４は、第２導電層２２において、第１導電層２１より外側に突出した部分であ
る。図１及び図２では、陽極層２０の縁部全てに庇部２４が形成されている場合を例示し
ており、図１では、説明の便宜のため、庇部２４にハッチングを付している。所定領域Ａ
は、有機ＥＬデバイスにおいて、基板１０の厚さ方向からみた場合、陽極層２０の縁部と
、陽極層２０と対を為す陰極層とが重なる領域である。
【００３６】
　陽極層２０は例えば次のように形成され得る。まず、基板１０上に、金属酸化物層２３
、第１導電層２１及び第２導電層２２それぞれの材料を用いて、基板１０における陽極層
形成領域より広い領域（例えば、基板１０の表面全面）に第３材料層、第１材料層及び第
２材料層を順に形成する。第３材料層、第１材料層及び第２材料層は、それぞれ金属酸化
物層２３、第１導電層２１及び第２導電層２２となる層である。
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【００３７】
　第３材料層、第１材料層及び第２材料層それぞれは、例えばドライ成膜法、メッキ法、
塗布法などにより形成され得る。ドライ成膜法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタ
法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ法などが挙げられる。塗布法としては、例えば、イ
ンクジェット印刷法、スリットコート法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法
、バーコート法、ロールコート法、ワイヤーバーコート法、スプレーコート法、スクリー
ン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法及びノズル印刷法等が挙げられる。
【００３８】
　次に、基板１０上に形成した第３材料層、第１材料層及び第２材料層をエッチングし、
第１材料層及び第２材料層を一緒に所定のパターンにパターニングすることによって、陽
極層形成領域上に陽極層２０を得る。第３材料層、第１材料層及び第２材料層の材料が互
いに異なるため、上記エッチングの際にエッチングレートが異なる。通常、第２材料層の
エッチングレートが第１材料層より遅いので、前述した庇部２４が形成される。
【００３９】
　次に、電極付き基板２を用いて、図３及び図４に示した有機ＥＬデバイス１を製造する
方法の一例を説明する。有機ＥＬデバイス１の製造方法は、準備工程と、デバイス機能部
形成工程と、非導電部形成工程と、陰極層形成工程（第２電極層形成工程）と、を主に備
える。各工程を説明する。
【００４０】
　［準備工程］
　準備工程では、図１及び図２に示した電極付き基板２を準備する。準備工程では、電極
付き基板２を購入することによって電極付き基板２を準備してもよい。或いは、前述した
陽極層２０の形成方法の例を用いて基板１０上に陽極層２０を形成することによって電極
付き基板２を準備してもよい。
【００４１】
　準備工程の後、デバイス機能部形成工程の前に、例えば電極付き基板２の表面を洗浄（
表面処理）する洗浄工程を実施してもよい。
【００４２】
　［デバイス機能部形成工程］
　デバイス機能部形成工程では、電極付き基板２が有する陽極層２０上にデバイス機能部
３０を形成する。デバイス機能部３０は、外部接続のために陽極層２０の一部を露出する
とともに、所定領域Ａを覆うように形成される。デバイス機能部３０が所定領域Ａを覆う
ことから、デバイス機能部３０の一部は基板１０に接する。
【００４３】
　デバイス機能部４３は、陽極層２０及び陰極層５０に印加された電圧に応じて、電荷の
移動及び電荷の再結合などの有機ＥＬデバイス１の発光に寄与する機能部である。デバイ
ス機能部４３は、一つ又は複数の機能層を有する。図３及び図４では、デバイス機能部３
０が単層構造を有する形態、換言すれば、デバイス機能部３０が発光層３１である形態を
例示している。
【００４４】
　発光層３１は、光(可視光を含む)を発する機能を有する機能層である。発光層３１は、
通常、主として蛍光及びりん光の少なくとも一方を発光する有機物、又はこの有機物とこ
れを補助するドーパント材料とを含む。従って、発光層３１は有機層（有機物を含む層）
である。ドーパント材料は、例えば発光効率の向上や、発光波長を変化させるために加え
られる。上記有機物は、低分子化合物でも高分子化合物でもよい。発光層の厚さは、例え
ば２ｎｍ～２００ｎｍである。
【００４５】
　主として蛍光及びりん光の少なくとも一方を発光する有機物としては、例えば以下の色
素系材料、金属錯体系材料及び高分子系材料が挙げられる。
【００４６】
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　（色素系材料）
　色素系材料としては、例えば、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘
導体化合物、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘
導体、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ピロール誘導体、チオ
フェン環化合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェ
ン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー、キナクリドン誘導体、クマ
リン誘導体などが挙げられる。
【００４７】
　（金属錯体系材料）
　金属錯体系材料としては、例えばＴｂ、Ｅｕ、Ｄｙなどの希土類金属、又はＡｌ、Ｚｎ
、Ｂｅ、Ｉｒ、Ｐｔなどを中心金属に有し、オキサジアゾール、チアジアゾール、フェニ
ルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造などを配位子に有する金属錯体
が挙げられ、例えばイリジウム錯体、白金錯体などの三重項励起状態からの発光を有する
金属錯体、アルミニウムキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯体、ベンゾ
オキサゾリル亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポルフィリン
亜鉛錯体、フェナントロリンユーロピウム錯体などが挙げられる。
【００４８】
　（高分子系材料）
　高分子系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、
ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリフルオレン
誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素系材料や金属錯体系発光材料を高分子
化したものなどが挙げられる。
【００４９】
　（ドーパント材料）
　ドーパント材料としては、例えばペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、
キナクリドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テト
ラセン誘導体、ピラゾロン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾンなどが挙げられる。
【００５０】
　発光層３１は、ドライ成膜法、塗布法などによって形成され得る。ドライ成膜法及び塗
布法の例は、陽極層２０の場合と同様である。発光層３１は、好ましくは、インクジェッ
ト印刷法で形成される。
【００５１】
　デバイス機能部３０は、発光層３１の他、種々の機能層を有してもよい。陽極層２０と
発光層３１との間に配置される機能層の例は、正孔注入層、正孔輸送層などである。陰極
層４５０と発光層３１との間に配置される機能層の例は、電子注入層、電子輸送層などで
ある。電子注入層は、陰極層５０の一部であってもよい。
【００５２】
　正孔注入層とは、陽極層２０から発光層３１への正孔注入効率を向上させる機能を有す
る機能層である。正孔輸送層とは、正孔注入層（正孔注入層が存在しない形態では陽極層
）から発光層３１への正孔注入効率を向上させる機能を有する機能層である。電子輸送層
とは、電子注入層（電子注入層が存在しない形態では陰極層）から発光層３１への電子注
入効率を向上させる機能を有する機能層である。電子注入層とは、陰極層５０から発光層
３１への電子注入効率を向上させる機能を有する機能層である。
【００５３】
　正孔注入層は、無機層でもよいし、有機層でもよい。正孔注入層を構成する正孔注入材
料は、低分子化合物でもよいし、高分子化合物でもよい。
【００５４】
　低分子化合物としては、例えば、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、
及び酸化アルミニウムなどの金属酸化物、銅フタロシアニン等の金属フタロシアニン化合
物、カーボンなどが挙げられる。
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【００５５】
　高分子化合物としては、例えば、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリエチレンジオキ
シチオフェン（ＰＥＤＯＴ）のようなポリチオフェン誘導体、ポリピロール、ポリフェニ
レンビニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリキノリン及びポリキノキサリン、並びに、
これらの誘導体；芳香族アミン構造を主鎖又は側鎖に含む重合体等の導電性高分子などが
挙げられる。
【００５６】
　正孔注入層の厚さは、用いる材料によって最適値が異なる。正孔注入層の厚さは、求め
られる特性及び成膜の簡易さなどを勘案して適宜決定されればよい。正孔注入層の厚さは
、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに好ましく
は５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００５７】
　正孔輸送層は正孔輸送材料を含む有機層である。正孔輸送材料は正孔輸送機能を有する
有機化合物であれば限定されない。正孔輸送機能を有する有機化合物としては、例えば、
ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、ポリシラン若しくはその誘導体、側鎖若し
くは主鎖に芳香族アミン残基を有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリー
ルアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリン若しく
はその誘導体、ポリチオフェン若しくはその誘導体、ポリピロール若しくはその誘導体、
ポリアリールアミン若しくはその誘導体、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）若しくはその
誘導体、ポリフルオレン誘導体、芳香族アミン残基を有する高分子化合物、及びポリ（２
，５－チエニレンビニレン）若しくはその誘導体が挙げられる。
【００５８】
　正孔輸送材料の例として、特開昭６３－７０２５７号公報、特開昭６３－１７５８６０
号公報、特開平２－１３５３５９号公報、特開平２－１３５３６１号公報、特開平２－２
０９９８８号公報、特開平３－３７９９２号公報、特開平３－１５２１８４号公報に記載
されている正孔輸送材料等も挙げられる。
【００５９】
　正孔輸送層の厚さは、用いる材料によって最適値が異なる。正孔輸送層の厚さは、求め
られる特性及び成膜の簡易さなどを勘案して適宜決定されればよい。正孔輸送層の厚さは
、例えば、１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに好まし
くは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００６０】
　電子輸送層は電子輸送材料を含む有機層である。電子輸送材料には、公知の材料が用い
られ得る。電子輸送層を構成する電子輸送材料としては、オキサジアゾール誘導体、アン
トラキノジメタン若しくはその誘導体、ベンゾキノン若しくはその誘導体、ナフトキノン
若しくはその誘導体、アントラキノン若しくはその誘導体、テトラシアノアントラキノジ
メタン若しくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレン若しくは
その誘導体、ジフェノキノン誘導体、または８－ヒドロキシキノリン若しくはその誘導体
の金属錯体、ポリキノリン若しくはその誘導体、ポリキノキサリン若しくはその誘導体、
ポリフルオレン若しくはその誘導体などが挙げられる。
【００６１】
　電子輸送層の厚さは、求められる特性及び成膜の簡易さなどを勘案して適宜決定され得
る。電子輸送層の厚さは、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍ
であり、さらに好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００６２】
　電子注入層は無機層でもよいし、有機層でもよい。電子注入層を構成する材料は、発光
層の種類に応じて最適な材料が適宜選択される。電子注入層を構成する材料の例としては
、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属及びアルカリ土類金属のうちの１種類
以上を含む合金、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属の酸化物、ハロゲン化物、炭酸
塩、又はこれらの物質の混合物などを挙げることができる。アルカリ金属、アルカリ金属
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の酸化物、ハロゲン化物、及び炭酸塩の例としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、
ルビジウム、セシウム、酸化リチウム、フッ化リチウム、酸化ナトリウム、フッ化ナトリ
ウム、酸化カリウム、フッ化カリウム、酸化ルビジウム、フッ化ルビジウム、酸化セシウ
ム、フッ化セシウム、炭酸リチウムなどを挙げることができる。アルカリ土類金属、アル
カリ土類金属の酸化物、ハロゲン化物、炭酸塩の例としては、マグネシウム、カルシウム
、バリウム、ストロンチウム、酸化マグネシウム、フッ化マグネシウム、酸化カルシウム
、フッ化カルシウム、酸化バリウム、フッ化バリウム、酸化ストロンチウム、フッ化スト
ロンチウム、炭酸マグネシウムなどが挙げられる。
【００６３】
　この他に従来知られた電子輸送性の有機材料と、アルカリ金属の有機金属錯体を混合し
た層を電子注入層として利用できる。
【００６４】
　デバイス機能部３０の層構成の例を以下に示す。下記層構成の例では、陽極層及び陰極
層と各種機能層の配置関係を示すために、陽極層及び陰極層も括弧書きで記載している。
（ａ）（陽極層）／発光層／（陰極層）
（ｂ）（陽極層）／正孔注入層／発光層／（陰極層）
（ｃ）（陽極層）／正孔注入層／発光層／電子注入層／（陰極層）
（ｄ）（陽極層）／正孔注入層／発光層／電子輸送層／電子注入層／（陰極層）
（ｅ）（陽極層）／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／（陰極層）
（ｆ）（陽極層）／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／（陰極層）
（ｇ）（陽極層）／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／（陰極
層）
（ｈ）（陽極層）／発光層／電子注入層／（陰極層）
（ｉ）（陽極層）／発光層／電子輸送層／電子注入層／（陰極層）
　記号「／」は、記号「／」の両側の層同士が接合していることを意味している。
【００６５】
　デバイス機能部３０が有する発光層３１以外の機能層も発光層３１と同様の方法で形成
され得る。
【００６６】
　デバイス機能部３０が有する発光層３１の数は、１つでもよいし、２つ以上でもよい。
上記構成例（ａ）～（ｉ）の層構成のうちのいずれか１つにおいて、陽極層と陰極層との
間に配置された積層体を［構造単位Ｉ］とすると、２層の発光層３１を有するデバイス機
能部３０の構成として、下記（ｊ）に示す層構成が挙げられる。２個ある（構造単位Ｉ）
の層構成は互いに同じであっても、異なっていてもよい。
（ｊ）（陽極層）／［構造単位Ｉ］／電荷発生層／［構造単位Ｉ］／（陰極層）
【００６７】
　電荷発生層は、電界を印加することにより、正孔と電子とを発生する層である。電荷発
生層としては、例えば酸化バナジウム、ＩＴＯ、酸化モリブデンなどを含む薄膜が挙げら
れる。
【００６８】
　「［構造単位Ｉ］／電荷発生層」を［構造単位ＩＩ］とすると、３層以上の発光層を有
する有機ＥＬ素子の構成として、以下のｋ）に示す層構成を挙げることができる。
（ｋ）（陽極層）／［構造単位ＩＩ］ｘ／[構造単位Ｉ］／（陰極層）
　記号「ｘ」は、２以上の整数を表し、「［構造単位ＩＩ］ｘ」は、［構造単位ＩＩ］が
ｘ段積層された積層体を表す。また、複数ある［構造単位ＩＩ］の層構成は同じでも、異
なっていてもよい。
【００６９】
　電荷発生層を設けずに、複数の発光層３１を直接的に積層させてデバイス機能部３０を
構成してもよい。
【００７０】
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　［非導電部形成工程］
　非導電部形成工程では、所定領域Ａの全領域上に非導電部４０を形成する。図３では、
所定領域Ａの外側にも非導電部４０を形成した状態を図示している。デバイス機能部形成
工程において、所定領域Ａをデバイス機能部３０で覆っている形態では、所定領域Ａ上の
デバイス機能部３０を覆うように非導電部４０を形成する。非導電部４０は、所定領域Ａ
の全領域上に形成する。
【００７１】
　非導電部４０の材料の例は絶縁材料である。非導電部４０は、感光性樹脂組成物の硬化
物であってもよい。非導電部４０の材料は、デバイス機能部３０が有する一つ又は複数の
機能層に含まれる材料であってもよい。
【００７２】
　陽極層２０が庇部２４を有すると、準備工程からデバイス機能部形成工程に移行する段
階、デバイス機能部形成工程中などにおいて、第２導電層２２のうち庇部２４が基板１０
と反対側に折れ曲がり、図４に示したような基板１０と反対側に凸である突起２５を形成
する場合がある。或いは、準備工程とデバイス機能部形成工程との間に例えば電極付き基
板２を洗浄する工程を実施する場合には、その洗浄工程で上記突起２５が生じる場合があ
る。
【００７３】
　非導電部形成工程では、上記突起２５と、後述する陰極層形成工程で形成される陰極層
５０とが絶縁されるように非導電部４０を形成する。具体的には、突起２５を埋設するよ
うに非導電部４０を形成する。突起２５の高さｔ（図４参照）は例えば１００ｎｍ～１μ
ｍであり、高さｔの一例は６００ｎｍである。図３及び図４に示したように、デバイス機
能部３０を形成した後に非導電部４０を形成する形態では、デバイス機能部３０と非導電
部４０とで突起２５を埋設可能な厚さで非導電部４０を形成すればよい。
【００７４】
　突起２５を埋設可能な非導電部４０は例えば次のように設計され得る。例えば有機ＥＬ
デバイス１の製造に使用される電極付き基板２と同じ構成の予備（又は試験用）の電極付
き基板２を利用して庇部２４の大きさを計測する。計測結果に基づいて、想定される突起
２５の形状を予め推定する。推定された突起２５と陰極層５０とが絶縁されるように、非
導電部４０を設計する。
【００７５】
　非導電部４０は塗布法で形成され得る。塗布法の例は、陽極層２０の形成方法で例示し
た例と同様とし得る。例示した塗布法のうちインクジェット印刷法が好ましい。非導電部
４０は、製造者が直接、非導電部４０の材料を含む塗布液を所定領域Ａ上に塗布して乾燥
させることで、形成されてもよい。非導電部４０が感光性樹脂組成物の硬化物である形態
では、非導電部４０となる感光性樹脂組成物を所定領域Ａ上に塗布した後、光照射によっ
て感光性樹脂組成物を硬化させることで、非導電部４０が形成される。
【００７６】
　［陰極層形成工程］
　陰極層形成工程では、デバイス機能部３０上に陰極層５０を形成する。陰極層形成工程
では、基板１０の厚さ方向からみた場合、所定領域Ａ側から陰極層５０が陽極層２０の外
側に突出するように陰極層５０を形成する。よって、陰極層５０は、所定領域Ａ上の非導
電部４０上に配置されるように形成されるとともに、陰極層５０の一部は基板１０に接す
るように形成される。
【００７７】
　陰極層５０の厚さは、用いる材料によって最適値が異なり、電気伝導度、耐久性等を考
慮して設定される。陰極層５０の厚さは、通常、１０ｎｍ～１０μｍであり、好ましくは
２０ｎｍ～１μｍであり、さらに好ましくは５０ｎｍ～５００ｎｍである。
【００７８】
　デバイス機能部３０からの光（具体的には、発光層からの光）が陰極層５０で反射して
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陽極層２０側に進むように、陰極層５０の材料は、デバイス機能部３０が有する発光層３
１からの光（特に可視光）に対して反射率の高い材料が好ましい。陰極層５０の材料とし
ては、例えばアルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属及び周期表の第１３族金属等が
挙げられる。陰極層５０として、導電性金属酸化物及び導電性有機物等からなる透明導電
性電極を用いてもよい。
【００７９】
　陰極層５０の形成方法として、例えば、インクジェット法、スリットコーター法、グラ
ビア印刷法、スクリーン印刷法、スプレーコーター法等の塗布法、真空蒸着法、スパッタ
リング法、金属薄膜を熱圧着するラミネート法等が挙げられる。
【００８０】
　陰極層形成工程で陰極層５０を形成することによって、有機ＥＬデバイス１が得られる
。有機ＥＬデバイス１は、デバイス機能部３０を封止する封止部材を更に備えてもよい。
封止部材は、デバイス機能部３０に水分が浸入することを防止するための部材であり、水
分バリア機能を有する。封止部材は、外部接続のために陽極層２０及び陰極層５０の一部
が封止部材から露出するように電極付き基板２に設けられる。
【００８１】
　有機ＥＬデバイス１が封止部材を更に備える形態では、陰極層形成工程の後に、封止部
材によってデバイス機能部３０を封止する封止工程を更に備えてもよい。封止工程では、
例えば、デバイス機能部３０を封止するように、陰極層５０が設けられた電極付き基板２
上に封止部材を貼合すればよい。
【００８２】
　有機ＥＬデバイス１の製造方法では、長尺の電極付き基板２を用いて有機ＥＬデバイス
１を製造してもよい。長尺の電極付き基板２は、長尺の基板１０の少なくとも長手方向に
沿って仮想的に設定される複数のデバイス形成領域それぞれ上に陽極層２０が形成された
基板である。
【００８３】
　上記長尺の電極付き基板２を用いて有機ＥＬデバイス１を製造する際には、電極付き基
板２を、その長手方向に搬送しながら、各デバイス形成領域上に対して上記デバイス機能
部形成工程、非導電部形成工程及び陰極層形成工程を実施すればよい。このような形態で
は、陰極層形成工程を実施することによって、デバイス形成領域毎に有機ＥＬデバイス１
が形成される。そのため、陰極層形成工程後の電極付き基板２から各デバイス形成領域を
個片化することで、複数の有機ＥＬデバイス１が得られる。封止工程を備える形態では、
封止工程を実施した後に、上記個片化工程を実施すればよい。有機ＥＬデバイス１の製造
方法が有する各工程の少なくとも一つの工程はロールツーロール方式によって実施されて
もよい。
【００８４】
　長尺の電極付き基板２を搬送しながら、デバイス機能部３０を構成する層を塗布法（例
えばインクジェット印刷法）で形成する形態では、電極付き基板２は搬送機構によって好
ましくは水平搬送される。電極付き基板２は、例えば複数のロールによって水平搬送され
てもよいし、エア浮上機構によってエアを利用して水平搬送されてもよい。
【００８５】
　図３及び図４に示したように、有機ＥＬデバイス１は、基板１０と、陽極層（第１電極
層）２０と、デバイス機能部３０と、陰極層（第２電極層）５０と、陽極層２０の上記所
定領域Ａと陰極層５０との間に設けられる非導電部４０とを備える。陽極層２０、デバイ
ス機能部３０、陰極層５０及び非導電部４０の構成及び配置関係は、上記製造方法で説明
したとおりである。
【００８６】
　陽極層２０の第２導電層２２が庇部２４を有することから、有機ＥＬデバイス１の製造
方法における非導電部形成工程前までに、庇部２４が変形し、突起２５（図４参照）を形
成する場合がある。突起２５の高さによっては、図４に示したように、突起２５をデバイ
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ス機能部３０で覆いきれない。例えば、デバイス機能部３０の厚さは通常６００ｎｍ未満
（例えば２００ｎｍ）であることから、突起２５の高さが６００ｎｍ以上であれば、突起
２５の一部はデバイス機能部３０を突き抜ける。
【００８７】
　このような場合でも、上記有機ＥＬデバイス（電子デバイス）１の製造方法では、非導
電部形成工程において、所定領域Ａ上に非導電部４０を形成することから、突起２５上に
非導電部４０が形成される。そのため、突起２５を含む陽極層２０と陰極層５０とが絶縁
されるので、陽極層２０と陰極層５０との短絡、電流リークなどが防止でき、結果として
、信頼性の高い有機ＥＬデバイス１を製造可能である。非導電部形成工程を備えることで
、陽極層２０と陰極層５０との短絡、電流リークなどが防止できることから、有機ＥＬデ
バイス１の製造歩留まりも向上する。
【００８８】
　所定領域Ａの全領域上に非導電部４０を形成する形態では、所定領域Ａにおいて突起２
５が生じている箇所を特定する必要がない。そのため、突起２５に起因する上記短絡とい
った欠陥が防止された有機ＥＬデバイス１を効率的に製造できる。そのため、有機ＥＬデ
バイス１の製造歩留まりが一層向上する。
【００８９】
　非導電部４０が感光性樹脂組成物の硬化物である形態では、電極付き基板２を搬送しな
がら非導電部４０を形成しやすい。そのため、有機ＥＬデバイス１を効率的に製造できる
。
【００９０】
　（変形例）
　図３及び図４に示した有機ＥＬデバイス１では、基板１０の厚さ方向からみて、デバイ
ス機能部３０は所定領域Ａを覆うように形成されている。しかしながら、図５及び図６に
示した有機ＥＬデバイス１Ａのように、基板１０の厚さ方向からみて、デバイス機能部３
０は、陽極層２０の内側に配置されていてもよい。換言すれば、基板１０の厚さ方向から
みて、陽極層２０のうちデバイス機能部３０が形成される面が、デバイス機能部３０が形
成される機能部形成領域と、それを囲む機能部非形成領域とを有し、上記機能部形成領域
にのみデバイス機能部３０が形成されていてもよい。
【００９１】
　この場合、非導電部４０は、所定領域Ａ上とともに、陽極層２０においてデバイス機能
部３０と所定領域Ａとの間の部分上にも設けられる。このような有機ＥＬデバイス１Ａの
製造方法は、デバイス機能部形成工程において、基板１０の厚さ方向からみて、デバイス
機能部３０を陽極層２０の内側に配置するように形成する点、及び、非導電部形成工程に
おいて、非導電部を所定領域Ａ上とともに、陽極層２０においてデバイス機能部３０と所
定領域Ａとの間の部分上にも形成する点以外は、有機ＥＬデバイス１の場合と同様にして
製造され得る。有機ＥＬデバイス１Ａの製造方法及び有機ＥＬデバイス１Ａにおいても、
上記突起２５上に非導電部４０を設けるので、有機ＥＬデバイス１の製造方法及び有機Ｅ
Ｌデバイス１と同様の作用効果を有する。
【００９２】
　本変形例では、デバイス機能部３０が内側に形成されている形態を説明したが、デバイ
ス機能部３０が一つ又は複数の機能層を有する形態では、デバイス機能部３０が有する少
なくとも一つの機能層が所定領域Ａ上に設けられていてもよい。
【００９３】
　以上、本発明の種々の実施形態を説明した。しかしながら、本発明は、例示した種々の
実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示される範囲とともに、特
許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００９４】
　例えば、非導電部は、上記所定領域の全領域上に形成されていなくてもよい。突起が所
定領域のうち少なくとも一部に形成されている場合、非導電部は、所定領域のうち少なく
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とも一部上に形成されていればよい。例えば、突起が目視で確認できるようであれば、所
定領域のうち突起部分にのみ非導電部を形成すればよい。或いは、非導電部形成工程を実
施する前、例えば、準備工程で電極付き基板を準備した際又はデバイス機能部形成工程を
実施する直前などにおいて、所定領域及びその近傍の形状を段差計といった形状測定装置
で測定する検査工程を実施し、その検査において特定された突起上に非導電部を設ければ
よい。このように検査工程を実施する際において、非導電部をインクジェット印刷法とい
った塗布法で形成する場合、検査結果に応じて、突起位置及び突起高さ等を塗布装置に入
力し、突起を埋設するように非導電部を自動的に形成してもよい。
【００９５】
　非導電部の材料及び厚さなどは、非導電部によって、上記した電流リーク、短絡といっ
た不具合を生じさせない程度に第１電極層と第２電極層とが絶縁されれば、限定されない
。
【００９６】
　非導電部形成工程は、第２電極層形成工程より前に実施されればよく、例えば、デバイ
ス機能部形成工程の前に、非導電部形成工程を実施してもよい。この場合、非導電部の厚
さは、非導電部単独で突起を非導電部内に埋設する厚さであってもよいし、非導電部とデ
バイス機能部とによって突起を埋設可能な厚さであってもよい。
【００９７】
　有機ＥＬデバイスの製造方法は、基板側から光を発する形態に限定されず、基板と反対
側から光を発生する有機ＥＬデバイスにも適用可能である。第１電極層及び第２電極層が
それぞれ陽極層及び陰極層である形態を説明したが、第１電極層が陰極層で、第２電極層
が陽極層であってもよい。本発明は、有機ＥＬデバイス以外の有機電子デバイス、例えば
、有機太陽電池、有機フォトディテクタ、有機トランジスタなどにも適用可能である。本
発明は有機材料を用いた電子デバイスに限定されず、無機材料を用いた電子デバイス、例
えば液晶ディスプレイ等にも適用可能である。
【実施例】
【００９８】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。しかしながら、本発
明は以下の実施例に限定されない。実施例及び比較例の説明では、説明の便宜のため、上
記実施形態中の構成要素に対応する構成要素には同じ符号を付す。
【００９９】
　（実施例）
　以下に示す手順により、電子デバイスの一例である有機ＥＬデバイスを製造した。
【０１００】
　まず、基板１０上に陽極層２０が形成された電極付き基板２（図１～図４参照）を準備
した。基板１０の材料はガラスであった。陽極層２０は金属酸化物層２３、第１導電層２
１及び第２導電層２２を含んでいた。金属酸化物層２３、第１導電層２１及び第２導電層
２２は、基板１０側から金属酸化物層２３、第１導電層２１及び第２導電層２２の順で積
層されていた。
【０１０１】
　電極付き基板２が有する陽極層２０の形状を段差測定装置（東朋テクノロジー社製；FP
－10）で測定した。その結果、陽極層２０において、所定領域Ａ（有機ＥＬデバイスにお
いて、基板１０の厚さ方向からみた場合、陽極層２０の縁部と陰極層５０が重なる領域）
を含む縁部には庇部２４（図２参照）が形成されているとともに、少なくとも所定領域Ａ
には突起２５（図４参照）が形成されていた。突起２５の高さｔは６００ｎｍであった。
【０１０２】
　次に、上記電極付き基板２に対して、３分間、ＵＶオゾン処理（表面処理）を行った。
【０１０３】
　その後、陽極層２０の上記所定領域Ａを覆うように、厚さ３５ｎｍの正孔注入層を陽極
層２０上に形成した。正孔注入層の材料は高分子化合物を含む正孔注入材料であった。正
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孔注入層はスピンコート法で形成した。具体的には、まず、陽極層２０上に正孔注入層用
塗布液を供給した後、電極付き基板２を、２０秒間、１８００ｒｐｍの回転速度で回転さ
せることによって、陽極層２０上に正孔注入層用塗布膜を形成した。その後、正孔注入層
用塗布膜を、ホットプレートを用いて、４分間、１００℃の温度で加熱乾燥した後、更に
、ホットプレートを用いて、４分間、１００℃の温度で加熱乾燥（焼成）し、正孔注入層
を得た。
【０１０４】
　続いて、上記正孔注入層上に、厚さ３０ｎｍの正孔輸送層を形成した。正孔輸送層の材
料は高分子化合物を含む正孔輸送材料であった。正孔輸送層はスピンコート法で形成した
。具体的には、まず、正孔注入層上に正孔輸送層用塗布液を供給した後、電極付き基板２
を１０秒間、２０００ｒｐｍの回転速度で回転させることによって、正孔注入層上に正孔
輸送層用塗布膜を形成した。その後、正孔輸送層用塗布膜を、ホットプレートを用いて、
６０分間、１６０℃の温度で加熱乾燥し、正孔輸送層を得た。
【０１０５】
　次に、上記正孔輸送層上に、厚さ７５ｎｍの発光層を形成した。発光層の材料は高分子
化合物を含む発光材料であった。発光層はスピンコート法で形成した。具体的には、まず
、正孔輸送層上に発光層用布液を供給した後、電極付き基板２を３０秒間、４５００ｒｐ
ｍの回転速度で回転させることによって、正孔輸送層上に発光層用塗布膜を形成した。そ
の後、発光層用塗布膜を、ホットプレートを用いて、１０分間、１３０℃の温度で加熱乾
燥し、発光層を得た。
【０１０６】
　その後、発光層上に、厚さ１０ｎｍの電子輸送層を形成するとともに、所定領域Ａを含
む陽極層２０の縁部上に、厚さ１０μｍの非導電部４０を形成した。電子輸送層の材料は
、高分子化合物を含む電子輸送材料であった。非導電部の材料は、正孔輸送層に含まれる
材料であった。電子輸送層及び非導電部４０の具体的な形成手順は次のとおりであった。
【０１０７】
　まず、発光層上に、電子輸送層用塗布液を供給した後、電極付き基板２を３０秒間、２
５００ｒｐｍの回転速度で回転させることによって、発光層上に電子輸送用塗布膜を形成
した。続いて、陽極層２０の縁部(具体的には、所定領域Ａを含む縁部)上に、スポイトを
用いて非導電部用材料を滴下し、上記縁部上に非導電膜を形成した。その後、電子輸送層
塗布膜及び非導電膜を、ホットプレートを用いて、１０分間、１３０℃の温度で加熱乾燥
し、電子輸送層及び非導電部４０を得た。
【０１０８】
　続いて、電子輸送層及び非導電部４０上に陰極層５０を形成し、実施例の有機ＥＬデバ
イスを得た。具体的には、電子輸送層及び非導電部４０上に、厚さ３ｎｍのＮａＦ膜を真
空蒸着法により形成した後、ＮａＦ膜上に厚さ２００ｎｍのＡｌ膜を真空蒸着法により形
成することによって、２層構造の陰極層５０を形成した。
【０１０９】
　上記のように製造した有機ＥＬデバイスを、ガラス部材を用いて封止した。この際、電
圧供給のために、陽極層２０及び陰極層５０の一部が上記封止用のガラス部材から露出す
るように、有機ＥＬデバイスをガラス部材で封止した。説明の都合上、ガラス部材を有機
ＥＬデバイスの別部材のように説明しているが、ガラス部材は、有機ＥＬデバイスの一部
であってもよい。
【０１１０】
　実施例において製造した有機ＥＬデバイスに、－５Ｖの電圧（マイナス方向の印加電圧
）を印加し、リーク電流を測定した。その結果、リーク電流は－０．０３Ａであった。
【０１１１】
　（比較例）
　非導電部４０を備えない点以外は、実施例の有機ＥＬデバイスと同じ構成の有機ＥＬデ
バイスを作製した。比較例においても、実施例と同じ電極付き基板２を準備した。比較例
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においても電極付き基板２が有する陽極層２０の形状を実施例と同じ方法で測定した。そ
の結果、比較例の陽極層２０にも実施例の場合と同様に、陽極層２０において、所定領域
Ａを含む縁部には庇部２４が形成されており、少なくとも所定領域Ａには突起２５が形成
されていた。突起２５の高さｔは、６００ｎｍであった。
【０１１２】
　上記電極付き基板２を用いて、後述する電子輸送層の形成方法に関する点以外は、実施
例の有機ＥＬデバイスの製造方法と同じ方法で、有機ＥＬデバイスを製造した。比較例の
有機ＥＬデバイスも、実施例の場合と同様にガラス部材で封止した。
【０１１３】
　[電子輸送層の形成方法] 
　発光層上に実施例の場合と同様にして電子輸送層用塗布膜を形成した後に、引き続いて
、上記電子輸送用塗布膜を、ホットプレートを用いて、１０分間、１３０℃の温度で加熱
乾燥し、厚さ１０ｎｍの電子輸送層を形成した。
【０１１４】
　比較例の有機ＥＬデバイスのリーク電流を実施例の場合と同じ方法で測定した。その結
果、リーク電流は－０．７２Ａであった。
【０１１５】
　＜実施例及び比較例の対比＞
　実施例及び比較例で説明したように、実施例の有機ＥＬデバイスのリーク電流は、－０
．０３Ａであり、比較例の有機ＥＬデバイスのリーク電流は、－０．７２Ａであった。
【０１１６】
　実施例及び比較例の有機ＥＬデバイスのいずれの陽極層２０の縁部にも、高さ６００ｎ
ｍの突起２５が形成されていた。陽極層２０の縁部上に形成された正孔注入層、正孔輸送
層、発光層及び電子輸送層の厚さの合計は１５０ｎｍであり、突起２５の高さ６００ｎｍ
より小さい。そのため、比較例では、突起２５の影響によって、陽極層２０と陰極層５０
とを十分に絶縁できずに、リーク電流が増大していると考えられる。
【０１１７】
　これに対して、実施例では、所定領域Ａを含む陽極層２０の縁部に、厚さ１０μｍの非
導電部４０を形成しているので、突起２５は、非導電部４０で覆われていた。そのため、
陽極層２０に突起２５が形成されていても、陽極層２０と陰極層５０とを十分に絶縁でき
、リーク電流を抑制できた。
【０１１８】
　すなわち、非導電部を形成することによって、第１電極層（陽極層）と第２電極層（陰
極層）との絶縁性をより確実に確保可能な電子デバイスを製造できる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１，１Ａ…有機ＥＬデバイス（電子デバイス）、２…電極付き基板、１０…基板、２０
…陽極層（第１電極層）、２１…第１導電層、２２…第２導電層、２３…金属酸化物層、
２４…庇部、２５…突起、３０…デバイス機能部、３１…発光層（機能層）、４０…非導
電部、５０…陰極層（第２電極層）。
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